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отдельных элементов интегральных схем приводят к тому, что толщина 
диэлектрика в. структуре, металл- окисел полупроводник (МОП) составля
ет 1-2 нанометра. При такой малой толщине увеличиваются туннельные 
гоки утечки. Решение данной проблемы состоит в использовании в качест
ве подзатворного изолятора диэлектриков с большими значениями диэлек
трической проницаемости, к таким перспективным диэлектрикам относят
ся оксиды РЗЭ. Обычно в процессе нормальной работы МОП -  устройства 
в интегральных схемах затворный диэлектрик подвергается изменениям, 
которые могут быть серьезными и вести к отказам устройства после опре
деленного периода работы. Значительное влияние на степень деградации 
оказывают режимы работы устройств.

Для исследования влияния электрического поля на свойства МДП -  
структур Al -  Gd2O3 -  «Si и AI -  Ой2Оз ~/>Si, они подвергались процессу 
элсктроформовки, при котором происходят ускоренные механизмы изме
нения электрофизических свойств структур. Результаты нашего экспери
мента указывает на то, что ответственными за изменение зарядового со
стояния структур в процессе электроформовки являются основные носите
ли из инверсионного канала на поверхности кремния. В связи с этим в ра
боте экспериментально наблюдается тенденция роста положительного эф
фективного заряда для структур с подложкой и-типа проводимости, и от
рицательного заряда — с р-типом проводимости.
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В настоящее время проводятся исследования по применению пучков 
i радиальной и азимутальной поляризацией в лазерной манипуляции мик
рообъектами, микроскопии сверхвысокого разрешения и обработке мате
риалов. В данной работе рассматривается интерференционная схема фор
мирования полей с неоднородной поляризацией с помощью вихревых ак
тинонов.
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